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Dotierkonzentration (logarithmisch)
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(a) Poly abscheiden (b) Fotolack auftragen (c) Belichten
(d) Entwickeln (e) Poly atzen (RIE) (f) Fotolack entfernen
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Poly
FOX (hier LOCOS)
Silizium

Anfangszustand nach FEOL

l«

Schritt 1: 1. Zwischenoxid abscheiden Schritt 5: 2. Zwischenoxid abscheiden

‘ Verbotenes

Via-Loch Via-Loch

N

Kontaktloch

!

Schritt 2: Kontaktlécher dtzen Schritt 6: Locher fiir Via 1 dtzen

N
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Schritt 4: Metall 1 dtzen Schritt 8: Metall 2 dtzen
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Graben atzen Fotolack entfernen, Kupfer abscheiden CMP, Nitrid abscheiden

Strukturierter Fotolack Barriere abscheiden

“ - -Nitrid .
(a) (b) (c) (d)
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Metall Kontakte  Poly

Zwischenoxide
(interlevel oxides - ILOs)

FOX (hier STI)

Silizium
Ergebnis nach ,,Metall” im BEOL ’

Graben und Via-Locher

Schritt 1: Erstes Oxid; Schritt 2: Nitrid Schritt 6: Nitrid atzen

Schritt 3: Nitrid dtzen (Maske Vial) Schritt 7: Barriere + Kupferkeimschicht

Schritt 4: Zweites Oxid Schritt 8: Kupfer abscheiden

Schritt 5: Oxide atzen (Maske Metall) Schritt 9: CMP; Schritt 10: Nitrid
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NMOS PMOS NMOS PMOS

NMOS PMOS

Single-Well-Prozess Twin-Well-Prozess
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Triple-Well-Process
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Padoxid Oxid

Fotolack | #\/Ogelscmabel
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Fotolack

(a) Fotolithografie (Maske STI)
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(c) Graben fur STl oxidieren, CMP

Gate-Oxid Polysilizium
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(e) Fotolithografie (Maske Poly)
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(a) Fotolithografie (Maske NSD)
AEREEEEERE

B = e |
Tl X

Selbstjustage

(b) n-Implantation (LDD)

| NN = BN

(c) Fotolithografie (Maske PSD)
EEEEREEER
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Selbstjustage
(d) p-Implantation (LDD)




(a) Oxidation durch CVD
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Spacer

(b) Oxid atzen
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Ba,

(a) Fotolithografie (Maske NSD)

AAREEEERE

Selbstjustage

(b) n*-Implantation

e S

(c) Fotolithografie (Maske PSD)

IR B AR AR

Selbstjustage

(d) p*-Implantation

NMOS-FET PMOS-FET

LDD

LDD

(e) Diffusion
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